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(57)【要約】
【課題】隣接画素への光漏れを防止して画素間の混色を
防ぐことにより、画質の改善された表示装置を提供する
こと。
【解決手段】本発明の有機ＥＬ表示装置は、複数の画素
を備えた有機ＥＬ表示装置であって、前記複数の画素は
、各々発光素子を有し、前記発光素子は、画素電極と、
共通電極と、ＥＬ共通層と、発光層とを含み、前記ＥＬ
共通層及び前記発光層は、前記画素電極と前記共通電極
との間に設けられ、前記ＥＬ共通層は、前記画素電極の
主面及び端部を被覆することを特徴とする。前記画素電
極の主面が形成する凹部は、前記ＥＬ共通層により充填
されていても良い。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を備えた有機ＥＬ表示装置であって、
　前記複数の画素は、各々発光素子を有し、
　前記発光素子は、画素電極と、共通電極と、ＥＬ共通層と、発光層とを含み、
　前記ＥＬ共通層及び前記発光層は、前記画素電極と前記共通電極との間に設けられ、
　前記ＥＬ共通層は、前記画素電極の主面及び端部を被覆することを特徴とする有機ＥＬ
表示装置。
【請求項２】
　前記ＥＬ共通層の膜厚は、前記画素電極の主面を被覆する部分の膜厚よりも、前記画素
電極の端部を被覆する部分の膜厚の方が厚いことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ
表示装置。
【請求項３】
　トランジスタと、前記トランジスタを覆う絶縁膜とをさらに有し、
　前記トランジスタと前記画素電極は、前記絶縁層に設けられたコンタクトホール内に形
成された前記画素電極の凹部により接続され、
　前記画素電極の主面が形成する前記凹部は、前記ＥＬ共通層により充填されることを特
徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記ＥＬ共通層は、第１のＥＬ共通層と第２のＥＬ共通層とを含み、
　前記第１のＥＬ共通層は、前記画素電極と前記発光層との間に設けられ、
　前記凹部内に充填された前記ＥＬ共通層は、前記第１のＥＬ共通層であり、
　前記第２のＥＬ共通層は、前記発光層と前記共通電極との間に設けられることを特徴と
する請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記第１のＥＬ共通層は、前記画素電極の主面及び端部を被覆し、
　前記第２のＥＬ共通層は、前記発光層及び前記第１のＥＬ共通層の端部を被覆すること
を特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記ＥＬ共通層及び前記発光層は、前記複数の画素間において分離していることを特徴
とする請求項１～５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記画素電極は、平坦化膜上に設けられ、
　前記共通電極は、前記複数の画素間において前記平坦化膜に接することを特徴とする請
求項１～５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記発光層の端部は、前記画素電極の端部の内側に位置することを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記発光層は、各々ＲＧＢ各色のいずれかに発光する３種類の発光層を含み、
　前記３種類の発光層が、同一の前記画素電極上に設けられることを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記３種類の発光層は、少なくとも１種類の発光層の膜厚が、残りの種類の発光層の膜
厚と異なることを特徴とする請求項９に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　複数の画素を備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　基板上の前記複数の画素に対応する位置に、画素電極を形成する工程と、
　前記画素電極上に、ＥＬ共通層と発光層とを含む積層構造を形成する工程と、
　前記積層構造上に共通電極を形成する工程と、
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　を有し、
　前記ＥＬ共通層を、前記画素電極の主面及び端部を被覆するように形成することを特徴
とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記ＥＬ共通層を、前記画素電極の主面を被覆する部分の膜厚よりも、前記画素電極の
端部を被覆する部分の膜厚の方が厚くなるように形成することを特徴とする請求項１１に
記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記画素電極を形成する前に、トランジスタを形成する工程と、前記トランジスタを覆
う絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層に前記トランジスタの一部を露出させるコンタク
トホールを形成する工程をさらに有し、
　前記画素電極は、前記絶縁層上と前記コンタクトホール内に形成されることにより、前
記コンタクトホール内に凹部を有し、
　前記画素電極の主面が形成する前記凹部に、前記ＥＬ共通層を充填することを特徴とす
る請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記積層構造として、第１のＥＬ共通層と第２のＥＬ共通層とで前記発光層を挟んだ構
造を形成し、
　前記第１のＥＬ共通層が前記凹部に充填されており、
　前記第１のＥＬ共通層を、前記画素電極の主面及び端部を被覆するように形成すること
を特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第２のＥＬ共通層を、前記発光層及び前記第１のＥＬ共通層の端部を被覆するよう
に形成することを特徴とする請求項１４に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記ＥＬ共通層及び前記発光層を、前記複数の画素間において分離するように形成する
ことを特徴とする請求項１１～１５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法
。
【請求項１７】
　前記発光層を、前記発光層の端部が前記画素電極の端部の内側に位置するように形成す
ることを特徴とする請求項１１～１５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方
法。
【請求項１８】
　同一の前記画素電極上に、前記発光層として、各々ＲＧＢ各色のいずれかに発光する３
種類の発光層を形成することを特徴とする請求項１１～１５のいずれか一項に記載の有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記３種類の発光層は、少なくとも１種類の発光層の膜厚が、残りの種類の発光層の膜
厚と異なるように形成されることを特徴とする請求項１８に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法。
【請求項２０】
　前記ＥＬ共通層及び前記発光層を、静電方式の液滴吐出法を用いて形成することを特徴
とする請求項１１～１５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネセンス素子等の発光素子で構成される画素を有する表示装
置に関する。特に、発光材料として、有機ＥＬ材料を用いた有機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　エレクトロルミネセンス（Electroluminescence：EL）現象を利用した発光素子として
、エレクトロルミネセンス（以下「ＥＬ」ともいう）素子が知られている。ＥＬ素子は、
発光層を構成する発光材料の選択により様々な波長の色で発光させることが可能であり、
表示装置や照明器具への応用が進められている。特に、発光材料として有機材料を用いた
有機ＥＬ素子が注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子を表示装置に応用した有機ＥＬ表示装置においては、基板上にマトリクス
状に配置した各画素に、発光素子としての有機ＥＬ素子と、その有機ＥＬ素子の発光制御
を行うスイッチング素子とが設けられている。そして、画素ごとにスイッチング素子のオ
ン/オフを制御することにより、表示領域全体として任意の画像を表示することが可能で
ある。
【０００４】
　一般的な有機ＥＬ表示装置では、画素電極の周縁に樹脂等の絶縁材料を設け、画素電極
を絶縁材料で囲い込むことにより各画素を区画し、その内側に発光素子を形成する手法が
採用されている（特許文献１）。
【０００５】
　このような絶縁材料は、一般的には、バンクと呼ばれる。バンクは、画素電極とスイッ
チング素子とを接続するコンタクトホールの平坦化やＥＬ素子を構成する画素電極と共通
電極との短絡防止といった役割を果たす。また、印刷法を用いて発光層を形成する場合に
おいては、バンクが印刷領域を制限する壁としての役割を果たす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１６０３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、バンクを形成するためには、絶縁材料を成膜した後、フォトリソグラフィ工程
を行って所望のパターン形状とする必要がある。そのため、バンクを形成する際には、絶
縁材料の塗布工程、焼成工程、露光工程、現像工程といった複数のプロセスが必要であっ
た。
【０００８】
　また、一般的にバンクの側面形状は、発光層の段切れを防ぐためにテーパ形状となって
いる。そのため、バンクと画素電極とを重ねる距離が、３μｍ以上となる場合もあり、高
精細化を進める上で、開口率向上を阻害する要因でもあった。
【０００９】
　そこで、本発明は、バンクを用いずに、画素電極のコンタクトホールを平坦化すること
を目的の一つとする。
【００１０】
　また、本発明は、バンクを用いずに、ＥＬ素子を構成する画素電極と共通電極との間の
短絡を防止することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様は、複数の画素を備えた有機ＥＬ表示装置であって、前記複数の画素は
、各々発光素子を有し、前記発光素子は、画素電極と、共通電極と、ＥＬ共通層と、発光
層とを含み、前記ＥＬ共通層及び前記発光層は、前記画素電極と前記共通電極との間に設
けられ、前記ＥＬ共通層は、前記画素電極の主面及び端部を被覆する有機ＥＬ表示装置で
ある。
【００１２】
　本発明の一態様は、複数の画素を備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、基板上
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の前記複数の画素に対応する位置に、画素電極を形成する工程と、前記画素電極上に、Ｅ
Ｌ共通層と発光層とを含む積層構造を形成する工程と、前記積層構造上に共通電極を形成
する工程と、を有し、前記ＥＬ共通層を、前記画素電極の主面及び端部を被覆するように
形成する有機ＥＬ表示装置の製造方法である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す平面図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を示
す平面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を示
す断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の製造方法を示
す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の製造方法を示
す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の製造方法を示
す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の製造方法を示
す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を示
す断面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を示
す断面図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す断面図である。
【図１１】本発明の第５の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す断面図である。
【図１２】本発明の第６の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す断面図である。
【図１３】本発明の第７の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す断面図である。
【図１４】本発明の第７の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す平面図である。
【図１５】本発明の第８の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の概略構成を
示す断面図である。
【図１６】本発明の第８の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素（異物周辺）の
概略構成を示す断面図である。
【図１７】本発明の第９の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素部の外側におけ
る概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面等を参照しつつ説明する。但し、本発明は
、その要旨を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する
実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１５】
　また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状
等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定
するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して説明したものと同
様の機能を備えた要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略することがある。
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【００１６】
（第１の実施形態）
＜表示装置の構造＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００の概略構成を示す上面
図である。有機ＥＬ表示装置１００は、基板１０１上に形成された、画素部（表示領域）
１０２、走査線駆動回路１０３、データ線駆動回路１０４、及びドライバＩＣ１０５を備
えている。さらに、走査線駆動回路１０３及びデータ線駆動回路１０４に信号を与えるた
めのＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）を備えていてもよ
い。
【００１７】
　図１に示す画素部１０２には、複数の画素がマトリクス状に配置される。各画素には、
データ線駆動回路１０４から画像データに応じたデータ信号が与えられる。それらデータ
信号を、各画素に設けられたトランジスタを介して画素電極に与えることにより、画像デ
ータに応じた画面表示を行うことができる。トランジスタとしては、典型的には、薄膜ト
ランジスタ（Thin Film Transistor）を用いることができる。但し、薄膜トランジスタに
限らず、電流制御機能を備える素子であれば、如何なる素子を用いても良い。
【００１８】
　図２は、図１に示す有機ＥＬ表示装置１００における画素部１０２の概略構成を示す断
面図である。本実施形態において、画素２０１は、赤（Ｒ）に対応するサブ画素２０１Ｒ
、緑（Ｇ）に対応するサブ画素２０１Ｇ及び青（Ｂ）に対応するサブ画素２０１Ｂを含む
。各サブ画素には、薄膜トランジスタ２０２が設けられる。薄膜トランジスタ２０２を用
いて各サブ画素２０１Ｒ、２０１Ｇ及び２０１Ｂをオン/オフ制御することにより、各サ
ブ画素に対応する任意の色を発光させ、１つの画素として様々な色を表現できる。
【００１９】
　図２では、サブ画素として、ＲＧＢの三原色を用いる構成を示したが、本実施形態はそ
れに限定されるものではなく、ＲＧＢに白（Ｗ）又は黄（Ｙ）を加えた４つのサブ画素で
画素２０１を構成することもできる。また、画素配列として、同一色に対応する画素がス
トライプ配列された例を示したが、その他デルタ配列やベイヤー配列、又はペンタイル構
造を実現する配列であってもよい。
【００２０】
　図３は、図２に示す画素２０１をＡ－Ａ’で切断した断面の概略構成を示す断面図であ
る。図３において、基板３０１上には、下地層３０２として、酸化シリコン、窒化シリコ
ン、酸化アルミニウム等の無機材料で構成される絶縁層が設けられ、その上に薄膜トラン
ジスタ３０３が形成されている。
【００２１】
　基板３０１としては、ガラス基板、石英基板、フレキシブル基板（ポリイミド、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートその他の曲げることが可能な基板）を
用いることができる。基板３０１が透光性を有する必要がない場合には、金属基板、セラ
ミックス基板、半導体基板を用いることも可能である。
【００２２】
　薄膜トランジスタ３０３は、公知の方法で形成すればよい。また、トップゲート型であ
ってもボトムゲート型であってもよい。本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００では、薄膜
トランジスタ３０３を覆うように第１の絶縁層３０４を設け、薄膜トランジスタ３０３に
起因する凹凸を平坦化する構造としている。第１の絶縁層３０４としては、樹脂材料を用
いることが好ましい。例えば、ポリイミド、ポリアミド、アクリル等の有機材料を用いる
ことができる。有機材料に代えて、酸化シリコン等の無機材料を用いることも可能である
。さらに、下層側が酸化シリコンや窒化シリコン等の絶縁無機材料、上層側がポリイミド
、ポリアミド、アクリル等の絶縁有機材料の２層で構成された積層膜を第１の絶縁層３０
４に適用しても良い。
【００２３】
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　第１の絶縁層３０４上には、画素電極３０５が設けられる。画素電極３０５は、第１の
絶縁層３０４に形成されたコンタクトホールを介して薄膜トランジスタ３０３に接続され
ている。本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００において、画素電極３０５は、有機ＥＬ素
子を構成する陽極（アノード）として機能する。
【００２４】
　画素電極３０５は、有機ＥＬ素子から発した光を上方向（第１の絶縁層３０４を通過し
ない方向）に出射するか、下方向（第１の絶縁層３０４を通過する方向）に出射するかで
異なる構成とする。例えば、光を上方向に出射する場合、画素電極３０５として反射率の
高い金属膜を用いるか、酸化インジウム系透明導電膜や酸化亜鉛系透明導電膜といった仕
事関数の高い透明導電膜と金属膜との積層構造を用いれば良い。逆に、光を下方向に出射
する場合、画素電極３０５として上述した透明導電膜を単層で用いれば良い。
【００２５】
　画素電極３０５の上には、第１のＥＬ共通層３０６が設けられる。第１のＥＬ共通層３
０６は、画素電極３０５から後述する発光層３０７への正孔（ホール）の移動を補助する
機能を有する機能層である。具体的には、公知の正孔注入層、正孔輸送層またはそれらの
積層構造を用いることができる。例えば、正孔注入層としては、芳香族アミン誘導体、ポ
リアニリン誘導体、ポリチオフェン誘導体、フェニルアミン誘導体などが知られている。
正孔輸送層としては、PEDOT/PSSなどが知られている。
【００２６】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００は、この第１のＥＬ共通層３０６が、画素電極３
０５の主面及び端部を被覆するように設けられている。「画素電極の主面」とは、画素電
極において発光層と向かい合う面を指す。「画素電極の端部」とは、画素電極を平面視し
た場合における縁（エッジ）を指す。本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００では、図３に
示されるように、画素電極３０５の露出部分全体を覆うように、第１のＥＬ共通層３０６
が設けられる。
【００２７】
　このとき、画素電極３０５の端部が十分な膜厚の第１のＥＬ共通層３０６で被覆される
。これにより、画素電極３０５と後述する共通電極３０９との短絡（ショート）を防止す
ることができる。
【００２８】
　さらに、後述の実施形態で説明するが、画素電極３０５と薄膜トランジスタ３０３とを
接続するためのコンタクトホールに起因する凹部を、第１のＥＬ共通層３０６で充填する
ことも可能である。したがって、第１のＥＬ共通層３０６により、画素電極３０５の画素
電極３０５の主面が形成する凹部を平坦化することができる。この凹部を平坦化すること
で、その上に配置される発光層３０７や第２のEL共通層３０８の形状が平坦化され、画素
電極３０５と共通電極３０９との間に不所望なリークや短絡が発生するのが抑えられる。
【００２９】
　なお、後述するが、本実施形態では、第１のＥＬ共通層３０６を静電方式の液滴吐出法
（例えばインクジェット法）を用いて形成する。
【００３０】
　第１のＥＬ共通層３０６の上には、発光層３０７が設けられる。発光層３０７は、正孔
と電子とが再結合する際のエネルギーにより光を発する機能層である。発光層３０７とし
て公知の有機性発光材料を用いることができる。例えば、ポリフェニレン誘導体、ポリフ
ルオレン誘導体、パラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体などが知られて
いる。また、これら有機性発光材料をＲＧＢの各色に発光させるため、適当な材料を添加
しても良い。例えば、ＤＣＭ、ローダミン、ナイルレッド等の赤色用材料、クマリン、キ
ナクリドン等の緑色用材料又はペリレン、テトラフェニルブタジエン等の青色用材料を添
加しても良い。
【００３１】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００では、従来のバンク構造を採用していないため、
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画素電極３０５の面積を十分に有効活用して、有機ＥＬ素子を形成することができる。例
えば、画素電極３０５と発光層３０７とがほぼ全域で重なるように両者を配置することに
より、画素電極３０５全体を有機ＥＬ素子の陽極として活用することができる。
【００３２】
　但し、画素電極３０５の端部は、電界乱れが生じやすく、第１のＥＬ共通層３０６や発
光層３０７の膜厚が不均一になりやすい。そのため、発光層３０７の端部が、画素電極３
０５の端部から内側に０．５～１．５μｍの範囲に位置するように制御することが好まし
い。本実施形態では、第１のＥＬ共通層３０６と同様に、発光層３０７も静電方式の液滴
吐出法で形成するため、精度の高い位置制御が可能である。勿論、発光層３０７の端部が
画素電極３０５の端部より外側に位置するように制御しても構わない。
【００３３】
　発光層３０７の上には、第２のＥＬ共通層３０８が設けられる。第２のＥＬ共通層３０
８は、隣接する共通電極３０９から発光層３０７への電子の移動を補助する機能を有する
機能層である。具体的には、公知の電子注入層、電子輸送層またはそれらの積層構造を用
いることができる。例えば、電子注入層としては、ＬｉＦ等の金属フッ化物が知られてい
る。電子輸送層としては、トリアジン誘導体などが知られている。
【００３４】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００では、第２のＥＬ共通層３０８を複数の画素に跨
って設けているが、画素単位に分離させても良い。また、省略して設けない構造とするこ
とも可能である。
【００３５】
　第２のＥＬ共通層３０８の上には、共通電極３０９が設けられる。本実施形態の有機Ｅ
Ｌ表示装置１００において、共通電極３０９は、有機ＥＬ素子を構成する陰極（カソード
）として機能する。
【００３６】
　共通電極３０９は、有機ＥＬ素子から発した光を上方向（絶縁層３０４を通過しない方
向）に出射するか、下方向（絶縁層３０４を通過する方向）に出射するかで異なる構成と
する。例えば、光を上方向に出射する場合、共通電極３０９として酸化インジウム系透明
導電膜や酸化亜鉛系透明導電膜を用いれば良い。それ以外にも光が透過される程度の厚み
である５～３０ｎｍ程度のＭｇＡｇ合金等の仕事関数の低い金属膜を用いてもよい。逆に
、光を下方向に出射する場合、共通電極３０９として、光が反射される程度の厚み（上述
した厚みの１０倍程度である５０～３００ｎｍ程度）を持つＭｇＡｇ合金等の仕事関数の
低い金属膜を用いれば良い。
【００３７】
　共通電極３０９の上には、第２の絶縁層３１０が設けられる。第２の絶縁層３１０は、
外部からの水分や汚染物質の侵入を防ぐための封止膜として機能する。第２の絶縁層３１
０としては、緻密な膜質を有する窒化シリコン系もしくは酸化アルミニウム系の絶縁層を
用いることが好ましい。
【００３８】
　第２の絶縁層３１０の上には、ブラックマスク３１１が設けられる。本実施形態の有機
ＥＬ表示装置１００では、ブラックマスク３１１として、カーボンブラック（黒色顔料）
を分散させた樹脂層を用いる。ただし、これに限らず、遮光層としての機能を果たすもの
であれば、導電層をブラックマスク３１１として設けても良い。
【００３９】
　ブラックマスク３１１の上には、第３の絶縁層３１２が設けられる。第３の絶縁層３１
２は、基板３０１上に形成された有機ＥＬ素子やその他の各要素を保護するための保護層
として機能する。例えば、第３の絶縁層３１２としては、ポリイミド、アクリル等の樹脂
材料で構成される樹脂層を設けても良い。また、酸化シリコン層などの無機材料で構成さ
れる絶縁層を設けても良い。
【００４０】
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　図３においては図示しないが、第３の絶縁層３１２の上に、さらに偏光板やタッチパネ
ルを設けても良い。その場合には、有機ＥＬ素子やその他の各要素を機械的な外因（例え
ば、タッチパネルを押した際の圧力）等から保護する機能をも持つ。また、必要に応じて
、第３の絶縁層３１２上にカラーフィルタを設けても良い。
【００４１】
　以上のように、本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００は、画素電極３０５の主面及び端
部を第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。これにより、従来のバンクを用
いずに、画素電極３０５の端部を十分な膜厚の第１のＥＬ共通層３０６で被覆することが
可能となり、ＥＬ素子を構成する画素電極と共通電極との間の短絡を防止することができ
る。
【００４２】
　さらに、画素電極３０５のコンタクトホールに起因する凹部を第１のＥＬ共通層３０６
で充填することができるため、バンクを用いずに、画素電極３０５のコンタクトホールを
平坦化することができる。
【００４３】
　以下、上述した構成を備える本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００の製造工程について
、図４～７を参照して説明する。
【００４４】
＜表示装置の製造方法＞
　まず、図４（Ａ）に示すように、基板３０１上に下地層３０２を形成し、その上に公知
の方法により薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）３０３を形成する。そして、薄膜トランジスタ
３０３の形成により生じた凹凸を平坦化するように、第１の絶縁層３０４を形成する。
【００４５】
　基板３０１としては、ガラス基板、石英基板、フレキシブル基板（ポリイミド、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートその他の曲げることが可能な基板）等
を用いることができる。基板３０１が透光性を有する必要がない場合には、金属基板、セ
ラミックス基板、半導体基板を用いることも可能である。
【００４６】
　下地層３０２としては、典型的には、酸化シリコン系絶縁膜、窒化シリコン系絶縁膜ま
たはそれらの積層膜を用いることができる。下地層３０２は、基板３０１からの汚染物質
の侵入を防いだり、基板３０１の伸縮により発生する応力を緩和したりする機能を有する
。
【００４７】
　薄膜トランジスタ３０３は、本実施形態では、トップゲート型ＴＦＴを形成する例を示
しているが、逆スタガ型ＴＦＴであっても良い。また、スイッチング素子として機能する
素子であれば、薄膜トランジスタなどの三端子素子に限らず、二端子素子を形成しても良
い。
【００４８】
　第１の絶縁層３０４は、ポリイミドやアクリルといった樹脂材料を塗布し、その後樹脂
材料を硬化させて形成すれば良い。第１の絶縁層３０４の膜厚は、薄膜トランジスタ３０
３に起因する凹凸を平坦化するに十分な膜厚であれば良い。典型的には、１～３μｍとす
ることができるが、これに限定されるものではない。
【００４９】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、第１の絶縁層３０４に薄膜トランジスタ３０３に達す
るコンタクトホールを形成した後、公知の方法により画素電極３０５を形成する。本実施
形態では、公知のスパッタ法によりＩＴＯ（Indium Tin Oxide）とアルミニウム膜との積
層膜を形成した後、公知のフォトリソグラフィにより積層膜をパターン形成して画素電極
３０５を形成する。各画素電極３０５は、複数の画素に対応する位置にそれぞれ対応する
ようにパターン形成される。
【００５０】
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　次に、図５（Ａ）に示すように、第１のＥＬ共通層３０６を形成する。本実施形態では
、第１のＥＬ共通層３０６として、正孔注入層及び正孔輸送層を積層した機能層を形成す
る。第１のＥＬ共通層３０６を構成する具体的な材料については、上述した通りである。
それぞれの機能層の膜厚は、各層が正孔注入層や正孔輸送層としての機能を発揮する範囲
で適宜決定すれば良い。
【００５１】
　本実施形態では、第１のＥＬ共通層３０６の形成に、静電方式の液滴吐出法を用いる。
液滴吐出法としては、代表的にはインクジェット法が知られる。静電方式の液滴吐出法は
、必要な材料を溶媒に分散させた状態で基板上に滴下し、局所的に必要とする薄膜を形成
する手法である。この手法によれば、精度の高い位置合わせを行うことにより局所的な薄
膜形成が可能となり、フォトリソグラフィを用いることなく、微細な成膜加工が可能とな
る。
【００５２】
　本実施形態で使用する静電方式の液滴吐出法は、ノズルから非常に微細な液滴を吐出す
ることが可能である。典型的には、０．１ｆｌ（フェムトリットル）から１．０ｐｌ（ピ
コリットル）の範囲の液滴を約０．２μｍの位置合わせ精度で制御して吐出可能である。
静電方式の液滴吐出法は公知技術である。本実施形態では、液滴吐出用のノズルを複数設
けることにより一度に多くの画素に対して液滴を吐出可能とした液滴吐出装置を用いる。
【００５３】
　静電方式の液滴吐出法を用いた場合、吐出される液滴が極めて微細なものとなる。した
がって、本実施形態のように、第１のＥＬ共通層３０６を構成する有機材料を有機溶媒に
分散させて吐出した場合、液滴が画素電極３０５に到達する前に溶媒のみがほとんど蒸発
する。つまり、第１のＥＬ共通層３０６を構成する有機材料が、実質的に固体材料となっ
た状態で画素電極３０５に付着する。そのため、従来のバンクのような壁を設けなくても
、狙った位置のみに選択的に第１のＥＬ共通層３０６を形成することが可能である。
【００５４】
　具体的には、本実施形態では、第１のＥＬ共通層３０６を構成する有機材料を溶媒に分
散させ、その液滴を静電方式の液滴吐出法を用いて画素電極３０５の主面及び端部に対し
て滴下することにより第１のＥＬ共通層３０６を形成する。その際、第１のＥＬ共通層３
０６の膜厚は、液滴の滴下量や滴下回数で容易に制御することができる。そのため、局所
的な膜厚制御を容易に行うことが可能である。
【００５５】
　したがって、滴下量もしくは滴下回数を選択的に増加させることにより、画素電極３０
５の端部における膜厚を所望の膜厚とすることができる。これにより、バンクのような要
素を別途設けることなく、第１のＥＬ共通層３０６を用いて画素電極３０５と共通電極３
０８との間の短絡を防ぐことができる。
【００５６】
　また、画素電極３０５には、画素電極３０５と薄膜トランジスタ３０３とを接続するた
めのコンタクトホールに起因する凹部が存在する。しかし、本実施形態では、凹部に集中
的に液滴を吐出して、凹部を第１のＥＬ共通層３０６で充填することが可能である。これ
により、第１のＥＬ共通層３０６を用いて画素電極３０５の主面が形成する凹部を平坦化
することが可能である。
【００５７】
　さらに、本実施形態では、液滴吐出法を用いることにより従来のバンク構造を不要とし
たため、バンクの形成に必要な各種プロセス（樹脂の塗布工程、硬化工程、パターニング
工程）を省略することができる。その上、ＥＬ共通層を形成した後の溶媒を揮発させるた
めの焼成工程をも省略することができる。これらの結果、有機ＥＬ表示装置の製造工程を
大幅に削減することが可能である。
【００５８】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、第１のＥＬ共通層３０６の上に発光層３０７を形成す



(11) JP 2016-115905 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

る。本実施形態では、発光層３０７の形成にも上述した静電方式の液滴吐出法を用いる。
これにより、バンクを形成することなく、所望の位置に選択的に発光層３０７を形成する
ことが可能である。しかし、蒸着マスクを精度よく位置合わせすることができれば公知の
蒸着法を用いて形成しても良い。発光層３０７を構成する具体的な有機材料については、
上述した通りである。
【００５９】
　次に、図６（Ａ）に示すように、複数の画素に跨って第２のＥＬ共通層３０８を形成す
る。本実施形態では、第２のＥＬ共通層３０８として、電子注入層及び電子輸送層を積層
した機能層を形成する。第２のＥＬ共通層３０８を構成する具体的な材料については、上
述した通りである。それぞれの機能層の膜厚は、各層が電子注入層や電子輸送層としての
機能を発揮する範囲で適宜決定すれば良い。
【００６０】
　本実施形態では、第２のＥＬ共通層３０８の形成にも上述した静電方式の液滴吐出法を
用いる。これにより、第１のＥＬ共通層３０６及び発光層３０７を完全に覆うように第２
のＥＬ共通層３０８を形成した際、各層の端部において十分な膜厚を確保することができ
る。なお、スループットの向上を優先した場合、第２のＥＬ共通層３０８を公知の蒸着法
により形成しても良い。また、第２のＥＬ共通層３０８を省略しても良い。
【００６１】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、有機ＥＬ素子の陰極として機能する共通電極３０９と
、封止膜としての第２の絶縁層３１０を形成する。共通電極３０９や第２の絶縁層３１０
を構成する具体的な材料については、上述した通りである。
【００６２】
　本実施形態では、公知のスパッタ法を用いて共通電極３０９と第２の絶縁層３１０とを
大気開放せずに連続形成する。共通電極３０９に使用する金属は、ＭｇＡｇ合金等の仕事
関数の低い金属であるが、これらの金属は酸化し易いという特長を有する。したがって、
共通電極３０９を形成したら、そのまま酸素に触れることなく第２の絶縁層３１０を形成
することが望ましい。
【００６３】
　次に、図７（Ａ）に示すように、薄膜トランジスタ３０３の上方にブラックマスク３１
１を形成する。本実施形態では、カーボンブラックを含有した樹脂材料を用いてブラック
マスク３１１を形成する。具体的には、カーボンブラックを含有した樹脂材料を溶媒に分
散させ、上述した静電方式の液滴吐出法を用いて薄膜トランジスタ３０３の上方に選択的
に形成する。これにより、ブラックマスク３１１を形成するに当たり、従来のように樹脂
材料の塗布工程、硬化工程、パターニング工程が不要となるため、有機ＥＬ表示装置の製
造工程の簡略化が可能である。
【００６４】
　勿論、公知の方法でブラックマスクを形成しても構わない。例えば、クロム等の金属膜
をパターン化したり、カーボンブラックを含有した樹脂層をパターン化したりしてブラッ
クマスク３１１を形成しても良い。
【００６５】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、保護層として第３の絶縁層３１２を形成する。本実施
形態では、第３の絶縁層３１２として、ポリイミドやアクリル等の樹脂層を印刷法により
形成する。印刷法を用いることにより、選択的に樹脂層を形成することが可能であるため
、有機ＥＬ表示装置の周辺部分にある外部取り出し端子群を避けて第３の絶縁層３１２を
形成することが可能である。
【００６６】
　以上のようにして、図３を用いて説明した第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００
が完成する。本実施形態によれば、第１のＥＬ共通層３０６を静電方式の液滴吐出法によ
り形成するため、バンク構造を採用しなくても、画素電極３０５の端部を十分な膜厚で被
覆することができる。その結果、画素電極３０５の端部において、画素電極３０５と共通
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電極３０９との間の短絡を防止することができる。
【００６７】
　また、液滴の滴下量や滴下回数を制御することにより、選択的に集中して第１のＥＬ共
通層３０６を構成する有機材料を塗布することができる。そのため、画素電極３０５の主
面が形成する凹部を第１のＥＬ共通層３０６を構成する有機材料で充填して平坦化するこ
とも可能である。
【００６８】
（第２の実施形態）
　図８は、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２００の概略構成を示す断面
図である。第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２００と第１の実施形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置１００との違いは、第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２００は、ブラッ
クマスク３１１が、共通電極３０９と第２の絶縁層３１０との間に設けられている点であ
る。その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【００６９】
　本実施形態の場合、共通電極３０９を形成した後、窒素雰囲気中にて静電方式の液滴吐
出法によりブラックマスク３１１を形成する。そして、窒素雰囲気を保ったまま基板をス
パッタ装置に搬入し、第２の絶縁層３１０を形成する。
【００７０】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置２００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置２００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。ブラックマスクが第１の実施形態のものと比べて発
光層３０７に近いので、より光学的な隣接画素への漏れ光が少なくなる。
【００７１】
（第３の実施形態）
　図９は、本発明の第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置３００の概略構成を示す断面
図である。第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置３００と第１の実施形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置１００との違いは、第３の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置３００は、ブラッ
クマスク３１１が、第２のＥＬ共通層３０８と共通電極３０９との間に設けられている点
である。その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【００７２】
　本実施形態では、第２のＥＬ共通層３０８に接するように、静電方式の液滴吐出法によ
りブラックマスク３１１を形成する。そのため、液滴吐出法に用いる溶媒（カーボンブラ
ックを含有した樹脂材料を分散させる溶媒）としては、第２のＥＬ共通層３０８に対して
影響を与えない溶媒（例えばフルオロエーテル等のフルオロカーボン系の溶媒）を用いる
ことが好ましい。
【００７３】
　また、第２のＥＬ共通層３０８が存在しない場合は、第１のＥＬ共通層３０６や発光層
３０７に接するようにブラックマスク３１１が形成される。この場合も、第１のＥＬ共通
層３０６や発光層３０７に影響を与えない溶媒（例えばフルオロエーテル等のフルオロカ
ーボン系の溶媒）を用いることが好ましい。
【００７４】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置３００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置３００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【００７５】
　また、画素電極３０５の端部と共通電極３０９との間にブラックマスク３１１が加わる



(13) JP 2016-115905 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

ため、電界乱れが生じやすく、第１のＥＬ共通層３０６や発光層３０７の膜厚が不均一に
なりやすい画素電極の端部上にブラックマスク３１１ある形となり、画素電極３０５と共
通電極３０９との間の短絡をより効果的に防止することが可能である。
このような効果を持たせるには、ブラックマスク３１１として絶縁性の高いものを用いる
ことが好ましい。さらに、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置３００の場合、ブラックマ
スクが第１の実施形態のものと比べて発光層３０７に近いので、より光学的な隣接画素へ
の漏れ光が少なくなる。
【００７６】
（第４の実施形態）
　図１０は、本発明の第４の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置４００の概略構成を示す断
面図である。第４の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置４００と第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置１００との違いは、第４の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置４００は、第２
のＥＬ共通層３０８が、第１のＥＬ共通層３０６や発光層３０７と同様に、画素ごとに分
離して設けられている点である。その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置１００と同じである。
【００７７】
　なお、図１０において、薄膜トランジスタ３０３の一部を構成する電極（例えばドレイ
ン電極）１１の上には、コンタクトホールを介して画素電極３０５が形成されている。そ
して、画素電極３０５の主面が形成する凹部（コンタクトホールに起因する凹部）には、
第１のＥＬ共通層３０６が充填されている。この構造は、第４の実施形態に限るものでは
なく、上述した第１～第３の実施形態においても共通であるし、後述する各実施形態にお
いても共通である。
【００７８】
　本実施形態では、第２のＥＬ共通層３０８を静電方式の液滴吐出法を用いて形成するこ
とにより、画素ごとに選択的に形成する。具体的には、図１０に示すように、第２のＥＬ
共通層３０８は、第１のＥＬ共通層３０６の端部を被覆するように形成され、かつ、複数
の画素間において分離している。換言すれば、第１のＥＬ共通層３０６、発光層３０７及
び第２のＥＬ共通層３０８といった有機材料で構成される各層が複数の画素に跨って形成
されない構造となる。その結果、複数の画素間において、有機材料で構成される各層を介
したキャリア移動が発生せず、各画素間を流れるリーク電流をより低減することが可能で
ある。
【００７９】
　なお、各画素の間に第１のＥＬ共通層３０６、発光層３０７及び第２のＥＬ共通層３０
８といった有機材料で構成される各層が存在しないため、共通電極３０９と第１の絶縁層
３０４とが接する構造となる。これも本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置４００における
構造上の特徴である。
【００８０】
　また、第２の絶縁層３０８が、第１の絶縁層３０６の端部を被覆する構造となるため、
画素電極３０５を基準としてみると、画素電極３０５の端部、第１のＥＬ共通層３０６の
端部、第２のＥＬ共通層３０８の端部の順に、各端部が外側（隣接する画素に向かう側）
に向かって位置する構造となる。平面視においては、発光層３０７にオーバーラップし更
に取り囲むように画素電極３０５が配置され、画素電極３０５にオーバーラップし更に取
り囲むように第１のＥＬ共通層３０６が配置され、第１のＥＬ共通層３０６にオーバーラ
ップし更に取り囲むように第２のＥＬ共通層３０８が配置される形となる。これも本実施
形態に係る有機ＥＬ表示装置４００における構造上の特徴と言える。
【００８１】
　また、コンタクトホール上には発光層３０７が形成されない形となっている。これは発
光層３０７がコンタクトホール直上にあった場合、第１のＥＬ共通層３０６の厚みが他の
箇所とは異なり、通常とは異なる発光が発光層３０７で発生して制御が困難となるからで
ある。
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【００８２】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置４００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置４００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【００８３】
　さらに、上述したように、画素ごとにＥＬ共通層や発光層を設けて、画素間に跨ってＥ
Ｌ共通層や発光層が存在しない構成とすることにより、各画素間におけるキャリア移動に
よるリーク電流を低減することができる。
【００８４】
（第５の実施形態）
　図１１は、本発明の第５の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置５００の概略構成を示す断
面図である。第５の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置５００と第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置１００との違いは、第５の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置５００は、第２
のＥＬ共通層３０８が画素ごとに分離して設けられている点（第４の実施形態と同様）と
、画素電極３０５の端部において局所的に第１のＥＬ共通層３０６の膜厚が厚く形成され
ている点である。その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じ
である。
【００８５】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置５００においては、点線で囲まれた枠２１に示されるよ
うに、第１のＥＬ共通層３０６の膜厚が画素電極３０５の端部において局所的に厚くなっ
ている。これにより、画素電極３０５の端部における画素電極３０５と共通電極３０９と
の間の短絡をより効果的に防止することが可能である。
【００８６】
　本実施形態では、第１のＥＬ共通層３０６を静電方式の液滴吐出法により形成するため
、膜厚の制御が容易である。したがって、本実施形態では、画素電極３０５の端部におい
て、第１のＥＬ共通層３０６を構成する有機材料を集中的に付着させることにより、画素
電極３０５の端部だけ局所的に膜厚を他の部分よりも厚くしている。そのためには、液滴
の滴下量もしくは滴下回数を、画素電極３０５の端部において増加させれば良い。
【００８７】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置５００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置５００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【００８８】
　さらに、上述したように、画素電極３０５の端部において、第１のＥＬ共通層３０６の
膜厚を局所的に他の部分よりも厚くしているため、画素電極３０５と共通電極３０９との
間の短絡をより効果的に防止することができる。
【００８９】
（第６の実施形態）
　図１２は、本発明の第６の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置６００の概略構成を示す断
面図である。第６の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置６００と第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置１００との違いは、第６の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置６００は、第２
のＥＬ共通層３０８が画素ごとに分離して設けられている点（第４の実施形態と同様）と
、ブラックマスク３１１が第２の絶縁層３１０と第４の絶縁層３１３とで挟まれている点
である。その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【００９０】
　本実施形態では、第１の実施形態と同様の製造方法によりブラックマスク３１１まで形
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成した後、さらに第４の絶縁層３１３をスパッタ法等により形成する。その結果、本実施
形態の有機ＥＬ表示装置６００は、ブラックマスク３１１が、第２の絶縁層３１０と第４
の絶縁層３１３とで挟まれた構造となる。これにより、第２の絶縁層３１０上に異物等が
存在していた場合であっても、その影響を低減した状態で第４の絶縁層３１３を形成する
ことができる。そのため、第２の絶縁層３１０及び第４の絶縁層３１３における封止膜と
しての機能をより高めることができ、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を実現することがで
きる。
【００９１】
　本実施形態では、ブラックマスク３１１をスピンコーティング法により形成する。すな
わち、カーボンブラックを含有した樹脂材料を液状もしくはゲル状の状態でスピンコーテ
ィング法により塗布し、その後、光照射により硬化させてからパターニングしてブラック
マスク３１１を形成する。その際、液状もしくはゲル状の物質が段差（凹凸）に集まる特
性を利用する。さらにブラックマスク３１１の厚さを精密に制御したい場合は、蒸着法に
より形成すればよい。
【００９２】
　例えば、第２の絶縁層３１０に生じる段差（例えば、画素電極や発光層に起因する段差
）や異物による段差が存在する場合、スピンコーティングされた樹脂材料を含む溶液は、
それらの段差に集まる。そのため、ブラックマスク３１１を形成するためにカーボンブラ
ックを含有した樹脂材料を含む溶液をスピンコーティングすると、基板上に段差が存在し
たとしても平坦化することができる。したがって、第２の絶縁層３１０上の段差を軽減し
た上で第４の絶縁層３１３を形成することができるため、より信頼性の高い封止膜を形成
することができる。
【００９３】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置６００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置６００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【００９４】
　さらに、上述したように、第２の絶縁層３１０上の段差を軽減した上で第４の絶縁層３
１３を封止膜として設けているため、より信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を実現すること
ができる。
【００９５】
（第７の実施形態）
　図１３は、本発明の第７の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置７００の概略構成を示す断
面図である。第７の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置７００と第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置１００との違いは、第７の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置７００は、第２
のＥＬ共通層３０８が画素ごとに分離して設けられている点（第４の実施形態と同様）と
、１つの画素電極上にＲＧＢ各色に対応する発光層が形成されている点である。その他の
構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【００９６】
　図１３において、画素電極３０５ａの上には、赤色に発光する発光層３０７Ｒ、緑色に
発光する発光層３０７Ｇ及び青色に発光する発光層３０７Ｂが設けられている。なお、画
素電極３０５ｂの上には、緑色に発光する発光層３０７Ｇのみが設けられているが、他の
色に対応する発光層であっても良い。
【００９７】
　本実施形態では、発光層３０７の形成に静電方式の液滴吐出法を用いるため、約０．２
μｍの精度で微細な塗り分けが可能である。したがって、従来のようなバンク構造を用い
ることなく、同一の画素電極上にそれぞれ異なる色に対応する発光層を形成することがで
きる。そして、画素電極３０５ａ上の発光層３０７Ｒ、発光層３０７Ｇ及び発光層３０７
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Ｂを同時に点灯することにより、白色（Ｗ）に発光する画素として機能させることができ
る。すなわち、各発光層３０７Ｒ、発光層３０７Ｇ及び発光層３０７Ｂを、それぞれＲＧ
Ｂ各色に対応するサブ画素として機能させ、画素全体として白色発光を可能としている。
【００９８】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置７００は、ＲＧＢ各色に対応する画素に加えて、白色に
対応する画素を設けることにより、色純度の微調整や画像の滑らかな表示を実現すること
ができる。
【００９９】
　各画素の配列は様々なパターンを取り得る。各画素の配列パターンについて図１４を用
いて説明する。図１４は、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置７００における画素部の概
略構成を示す平面図である。
【０１００】
　図１４（Ａ）において、４１と４４Ｒは、Ｒ（赤）に対応するサブ画素、４２と４４Ｇ
は、Ｇ（緑）に対応するサブ画素、４３と４４Ｂは、Ｂ（青）に対応するサブ画素である
。この場合、４４Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂは、図１３を用いて説明したサブ画素であり、同
一の画素電極上に形成されている。これらのサブ画素４４Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂを用いて
白（Ｗ）に対応するサブ画素として機能させることができる。そして、ＲＧＢＷの各色に
対応するサブ画素を用いて構成される１つの画素の発光色を決定することができる。
【０１０１】
　図１４（Ｂ）は、サブ画素４４Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂの配置が異なるだけで、基本的な
構成は図１４（Ａ）に示した配列パターンと同様である。
【０１０２】
　図１４（Ｃ）は、サブ画素４１～４３をストライプ形状に設け、その上側部分を区切っ
てサブ画素４４Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂとしたものである。この場合もサブ画素４４Ｒ、４
４Ｇ及び４４Ｂが、全体として、Ｗ（白）に対応するサブ画素として機能する。
【０１０３】
　図１４（Ｄ）は、いわゆるダイヤモンドペンタイルと呼ばれる配列パターンに、本実施
形態のサブ画素４４Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂを追加した例である。この場合もサブ画素４４
Ｒ、４４Ｇ及び４４Ｂが、全体として、Ｗ（白）に対応するサブ画素として機能する。
【０１０４】
　本実施形態の画素構造は、上述した図１４に示す配列パターンに限らず、ＲＧＢＷを用
いるすべての配列パターンに対して適用可能である。尚、図１４（Ａ）で点線にて示した
範囲が１つの画素４００Ａで、サブ画素４１～４３、４４Ｒ、４４Ｇ、４４Ｂそれぞれ１
つを含む。同じく図１４（Ｂ）で点線にて示した範囲が１つの画素４００Ｂで、サブ画素
４１～４３、４４Ｒ、４４Ｇ、４４Ｂそれぞれ１つを含む。図１４（Ｃ）で点線にて示し
た範囲が１つの画素４００Ｃで、サブ画素４１～４３、４４Ｒ、４４Ｇ、４４Ｂそれぞれ
１つを含む。図１４（Ｄ）で点線にて示した範囲が１つの画素４００Ｄで、サブ画素４１
、４３を２つ含み、サブ画素４２を３つ含み、サブ画素４４Ｒ、４４Ｇ、４４Ｂそれぞれ
１つを含む。
【０１０５】
　また、本実施形態では、同一の画素電極上にＲＧＢ各色に対応する発光層を設けて白画
素として機能させたが、例えば同一の画素電極上にＲＧ各色に対応する発光層を設けてＹ
（黄）に対応する画素として機能させることも可能である。その場合、ＲＧＢＹを用いる
すべての配列パターンに対して適用可能である。このように、同一の画素電極上に必要な
発光層を塗り分けることにより、所望の発光色のサブ画素として機能させることができる
。
【０１０６】
　さらに、図１３においては、各発光層３０７Ｒ、３０７Ｇ及び３０７Ｂの膜厚を同じ膜
厚で記載しているが、少なくとも１層の膜厚が残りの発光層の膜厚と異なっていても良い
。例えば、ＲＧ各色に対応する発光層３０７Ｒ及び３０７Ｇよりも、Ｂに対応する発光層
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３０７Ｂの膜厚を薄くすることも可能である。膜厚の制御は、上述した通り、液滴吐出法
による液滴の滴下量もしくは滴下回数で容易に制御することができる。
【０１０７】
　このように、画素内もしくは画素間で任意に各発光層３０７Ｒ、３０７Ｇ及び３０７Ｂ
の膜厚を制御することにより、マイクロキャビティ効果が得られるように調整し、有機Ｅ
Ｌ表示装置の輝度と色純度とを向上させることが可能である。
【０１０８】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置７００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置７００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【０１０９】
　さらに、上述したように、同一の画素電極上にそれぞれ異なる発光色に対応する発光層
を設けているため、製造工程を増やすことなく、白色に対応するサブ画素を形成すること
ができる。これにより、製造工程を増やすことなく、有機ＥＬ表示装置の輝度や色純度の
向上と滑らかな画像表示とを実現することができる。
【０１１０】
（第８の実施形態）
　図１５は、本発明の第８の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置８００の概略構成を示す断
面図である。第８の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置８００と第１の実施形態に係る有機
ＥＬ表示装置１００との違いは、第８の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置８００は、第２
のＥＬ共通層３０８が画素ごとに分離して設けられている点（第４の実施形態と同様）と
、第２の絶縁層３１０を形成した後に、透明樹脂材料を塗布する点である。その他の構成
は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【０１１１】
　図１５（Ａ）に示す構造においては、第２の絶縁層３１０を形成した後、透明樹脂層（
例えば、透光性を有するアクリル樹脂材料で構成される層）をスピンコーティング法（溶
液塗布法）、または蒸着法により形成する工程を行う。ただし、ここでは透明樹脂で構成
される薄膜を形成することが目的ではないため、溶液を滴下した後、基板をスピンさせて
完全に溶液を飛ばしても良い。この場合でも、第２の絶縁層３１０上には吸着した透明樹
脂材料で構成される極めて薄い膜が残存する。この透明樹脂材料で構成される層は１０～
５０ｎｍの厚さで形成される。
【０１１２】
　その際、塗布された溶液は、段差に集まる特性を有するため、第２の絶縁層３１０上に
塗布された透明樹脂材料を含む溶液は段差に集まる。この場合の段差とは、第２の絶縁層
３１０の表面が起伏を有することにより生じた段差もあり得るし、第２の絶縁層３１０上
に異物が存在することにより生じた段差もあり得る。そして、段差に集まった溶液は、ス
ピン工程の後もそのままそこに残存する。
【０１１３】
　図１５（Ａ）の場合、第２の絶縁層３１０は、下層に存在する画素電極３０５、ＥＬ共
通層３０６及び３０８、発光層３０７に起因する段差（点線で囲まれた部分）を有してい
るため、塗布された透明樹脂材料を含む溶液は、そのような段差に集まる。そして、その
状態のまま光照射等により透明樹脂材料を硬化させると、段差に対して選択的に透明樹脂
５１を残存させることができる。つまり、第２の絶縁層３１０に生じた段差を透明樹脂５
１により平坦化することができる。
【０１１４】
　このように、本実施形態では、第２の絶縁層３１０に生じた段差を透明樹脂５１で平坦
化した後に第４の絶縁層３１３を形成するため、第４の絶縁層３１３にピンホールや膜剥
がれが生じる可能性を低減することができる。また、第２の絶縁層３１０にピンホール等
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が存在していても、第４の絶縁層３１３でカバーできるため、さらなる封止効果が期待で
きる。したがって、外部からの水分や汚染物質の侵入を効果的に防ぐことができ、信頼性
の高い有機ＥＬ表示装置を実現することができる。
【０１１５】
　図１５（Ｂ）の場合、第２の絶縁層３１０に生じた段差を透明樹脂５１で平坦化した後
、ブラックマスク３１１を形成する。そして、ブラックマスク３１１上に第４の絶縁層３
１３を形成することにより、第２の絶縁層３１０と第４の絶縁層３１３との間にブラック
マスク３１１を挟み込む構造とすることができる。
【０１１６】
　図１５（Ａ）及び（Ｂ）に示す構造において、第２の絶縁層３１０上に異物が存在した
場合は、図１６に示すように、異物５２の周囲に透明樹脂５１が形成され、異物５２に起
因する段差が軽減される。そのため、異物５２の上から第４の絶縁層３１３を形成しても
、異物５２の乗り越え部分で段切れを起こすことがない。したがって、異物５２の影響を
受けることなく、信頼性の高い封止膜を形成することが可能となり、信頼性の高い有機Ｅ
Ｌ表示装置を実現することができる。
【０１１７】
　本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置８００においても、第１の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置１００と同様に、画素電極３０５の主面及び端部を静電方式の液滴吐出法により
形成した第１のＥＬ共通層３０６で被覆した構造としている。したがって、本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置８００も、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００について
説明した効果と同様の効果を奏する。
【０１１８】
　なお、第６の実施形態のように、透明樹脂５１を用いないでも、ブラックマスク３１１
の形成過程にて、異物５２の周囲に透明樹脂５１と同じような形状でブラックマスク３１
１が残存する。よって異物５２の影響を受けることなく信頼性の高い封止膜の形成が可能
となる。このように、図１５（Ｂ）のような形態は、特に異物５２に対して信頼性の高い
デバイスが必要な時に採用することが望ましい。透明樹脂５１とブラックマスク３１１の
材料の両方が異物５２の周囲に付着し、より異物の周囲を覆いやすくなるからである。図
１５（Ａ）のような形態は、ブラックマスク３１１の製造工程にて第２の絶縁層３１０の
ピンホール等に起因して発光層３０７に水分等が侵入してダメージが入ることを防ぐのに
有効である。
【０１１９】
　さらに、上述したように、第２の絶縁層３１０を形成した後に、透明樹脂材料を含む溶
液を塗布する工程を追加することにより、第２の絶縁層３１０が形成する段差や第２の絶
縁層３１０上に存在する異物に起因する段差を軽減することができる。そして、第２の絶
縁層３１０の上にピンホール、膜剥がれ、段切れといった不具合のない第４の絶縁層３１
３を形成することにより、さらに信頼性の高い封止構造を有する有機ＥＬ表示装置を実現
することができる。
【０１２０】
（第９の実施形態）
　図１７は、本発明の第９の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置９００の概略構成を示す断
面図である。第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００との違いは、画素部１０２の
外側（基板端側）に外部からの水分の侵入を防ぐための水分遮断構造を備えた点である。
その他の構成は、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００と同じである。
【０１２１】
　図１７に示されるように、画素部１０２の外側には、水分遮断構造６１とカソードコン
タクト部６２とが設けられる。水分遮断構造６１とは、外部からの水分の侵入を防ぐ目的
で設けられた構造体である。基本的には、第１の絶縁層３０４の一部に開口部を設け、そ
の内部を第２の絶縁層３１０及び第３の絶縁層３１２で覆った構成となっている。
【０１２２】
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　なお、本実施形態では、薄膜トランジスタ３０３を構成するソース／ドレイン電極と同
時に形成された導電層６３を第１の絶縁層３０４に開口部を設ける際のエッチングストッ
パーとして用いている。勿論、これに限らず、薄膜トランジスタ３０３を構成するゲート
電極と同時に形成された導電層や活性層と同時に形成された半導体層をエッチングストッ
パーとして用いてもよい。
【０１２３】
　水分遮断構造６１を設けることにより、積層された各絶縁層や導電層の界面を伝って外
部から水分が侵入する可能性を大幅に低減することができ、信頼性の高い有機ＥＬ表示装
置を実現することができる。
【０１２４】
　また、カソードコンタクト部６２は、陰極３０９と配線６４とを電気的に接続するため
のコンタクト部である。配線６４は、薄膜トランジスタ３０３を構成するソース／ドレイ
ン電極と同一の材料で形成され、陰極３０９に与える共通電圧を引き回すための配線であ
る。それと同時に、第１の絶縁層３０４に開口部を設ける際のエッチングストッパーとし
ての機能も有する。勿論、薄膜トランジスタ３０３を構成するゲート電極と同一の材料で
配線６４を形成することも可能である。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、第１の絶縁層３０４に開口部を設けた後、画素電極３０５と同
一の材料で構成されるパッド電極６５を形成し、陰極３０９と配線６４とがパッド電極６
５を介して電気的に接続された構造となっている。このような構造とした場合、配線６４
上に成膜された導電層を除去する必要がなく、配線６４の表面を必要以上に荒らさないで
済むという利点がある。勿論、パッド電極６５を省略し（つまり、配線６４上に成膜され
た導電層を除去し）、配線６４と陰極３０９とが直接接続された構造とすることも可能で
ある。
【０１２６】
　以上説明した本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置９００では、水分遮断構造６１に加え
てカソードコンタクト部６２を設けた構成を例示しているが、カソードコンタクト部６２
を省略することも可能である。
【０１２７】
　以上のとおり、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置９００は、画素部の外側に外部から
の水分の侵入を防ぐための構造体（水分遮断構造６１）を設けた構造となっている。その
ため、第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００が奏する効果に加えて、より信頼性
の高い有機ＥＬ表示装置を実現できるという効果を奏する。
【０１２８】
　本発明の実施形態として上述した各実施形態は、相互に矛盾しない限りにおいて、適宜
組み合わせて実施することができる。また、各実施形態の表示装置を基にして、当業者が
適宜構成要素の追加、削除もしくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略もし
くは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる
。
【０１２９】
　また、上述した各実施形態の態様によりもたらされる作用効果とは異なる他の作用効果
であっても、本明細書の記載から明らかなもの、又は、当業者において容易に予測し得る
ものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【０１３０】
　１００　表示装置
　１０２　画素部
　１０３　走査線駆動回路
　１０４　データ線駆動回路
　１０５　ドライバＩＣ
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　２０１　画素
　２０１Ｒ　Ｒ（赤）に対応する画素
　２０１Ｇ　Ｇ（緑）に対応する画素
　２０１Ｂ　Ｂ（青）に対応する画素
　２０２　薄膜トランジスタ
　３０１　基板
　３０２　下地層
　３０３　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
　３０４　第１の絶縁層
　３０５　画素電極
　３０６　第１のＥＬ共通層
　３０７　発光層
　３０８　第２のＥＬ共通層
　３０９　共通電極
　３１０　第２の絶縁層
　３１１　ブラックマスク
　３１２　第３の絶縁層
 

【図１】 【図２】
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